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R2091A

Wafer Chip
将ROHM晶圆划片
（切割）后发货。
在客户处需要进行
固晶和引线键合。

分立产品（模塑封装）
除了TO-220和TO-247封装外，
还提供表面贴装TO-263
和TO-268等多种封装形式的产品。

全SiC功率模块
将SiC功率元器件内置于三种模块外壳中，
可驱动高达1,200V 600A的大功率。

ID=80A to 600ASiC MOSFET
SiC Diode

内置SiC MOSFET的
AC/DC转换器IC
世界先进的内置SiC的AC/DC转换器，充分利用了SiC实现的高耐压、
高效率和高耐热技术，可提高系统效率并实现系统的超小型化。
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ROHM的SiC元器件产品阵容
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ROHM的支持体系

ROHM自2000年发现SiC半导体所带来的巨大优势以来，一直在推动SiC元器件的基础研究。
虽然SiC半导体的优异特性在业内也有普遍认知，但性能发挥和量产稳定性一度成为瓶颈。
ROHM利用自有的生产体系可以完成从晶圆到元器件设计和封装的所有工序。

传导损耗比较
SiC MOSFETvsSi-IGBT 

SiC MOSFET

Si-MOSFET

VDSvsID

开关损耗比较 特性比较

ROHM利用在全球范围建立起来的支持体系，为SiC元器件的高速开关特性和高精度实现高速开关的栅极驱动器的一体化设计提供强有力的支持。

用来轻松评估SiC元器件
的评估板解决方案

PCB005P Rev.C
可以在接近实际系统的环境下，
对SiC元器件（包括栅极驱动器
和外围元器件）进行仿真

IGBT+FRD IGBT+SBD Full SiC

Sw
itc

hi
ng

 L
os

s 
(W

)

Err

Eoff

Eon

▲40% ▲74%

ID

700VVDS

斜率=1/Ron

普通
器件

ROHM

发热量P≈VDS*ID(sat)

饱和
电流
ID(sat)

源极

p n+ n+n-
p

源极
栅极

减少传导损耗

源极 源极
栅极

漏极电极

Si电路板

漏极电极

SiC电路板

绝缘耐压
区域 p n+ n+n-

p
1

10厚度可降至

（击穿场强）

Si和SiC的
物性常数比较 0.3（MV/cm） 2.8（MV/cm）

Si SiC

高耐压

低导通电阻

SiC的禁带宽度大的另一个优点是可以在高温环境下工作。
普通的Si工作极限温度为150℃，而SiC则可以在高达200℃以上的温度条件下工作。
这种差异为系统的散热设计和热安全考量带来了全新思路。
例如，可以将SiC元器件嵌入EV的轮毂电机中，
可以缩小逆变器单元及其冷却系统的尺寸。

SiC支持高电压条件下的高速开关。
这可以降低构成开关稳压器电路的电感器和电容器的阻抗。
也就是说，可以由更小的元器件来构建电路，
因此具有可实现系统小型化的优点。

SiC MOSFET Evaluation Board ROHM Solution Simulator 基于国际标准WLTC的电动汽车电耗测试

开始SiC SBD
和SiC MOSFET的基础研究
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SiC功率半导体的一贯制生产体系
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高耐压 低损耗
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高效率
节　能

即使在
高温环境下
也可稳定运行

外围电路的
小型化 高频驱动

SiC MOSFETvsSi-IGBT 

世界先进*世界先进

世界先进*世界先进

世界先进*世界先进

SiC元器件
有助于应用产品的
小型化和节能！

关于ROHM的SiC元器件业务

击穿场强高，
因此可实现高耐压和低损耗

在低电流区域的差异尤其大，
可显著提高在市区行驶时的效率

全SiC配置，
开关损耗显著减少

可减少ID(sat)，
短路耐受能力更强

与Si（硅）半导体相比，
SiC（碳化硅）半导体的禁带宽度更大，
因此，其击穿场强是Si半导体的10倍以上。
相对于Si MOSFET支持在1,000V以内工作，
SiC MOSFET则可在高达3,000V的高电压条件下工作。
此外， SiC MOSFET即使在高电压条件下也可实现很低的导通电阻，
而且还具有低导通损耗和低关断损耗的特点。
可谓是用来提高效率和节能的理想器件。

日本京都总部

ROHM Solution Simulator

可同时验证功率元器件和
驱动IC的在线仿真工具
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第4代SiC MOSFET

拓展高效区域拓展高效区域在高扭矩和低转速范围内的效率显著提升

［测试条件］
行驶模式：WLTC Class 3b
设想车辆：C级电动汽车

测试用电机：永磁同步电机（100kW，800V）
元器件：SiC vs IGBT（1，200V)

20多年的丰富知识与技术积累，
放心可靠的一贯制生产体系

在应用层面提供支持
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